






























专利名称(译) 半导体器件，具有半导体器件的液晶显示器件，以及制造半导体器件的方法

公开(公告)号 US20120206685A1 公开(公告)日 2012-08-16

申请号 US13/402120 申请日 2012-02-22
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[标]发明人 TAKASAWA SATORU
SHIRAI MASANORI
ISHIBASHI SATORU
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SHIRAI, MASANORI
ISHIBASHI, SATORU

IPC分类号 G02F1/1343 H01L21/441 H01L29/786

CPC分类号 H01L23/53238 H01L27/1225 H01L29/45 G02F1/1368 G02F2201/501 H01L29/66969 G02F2202/28 
H01L29/7869 H01L2924/0002

优先权 2009196039 2009-08-26 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种不从氧化物半导体或氧化物薄膜剥离或扩散到氧化物半导体
或氧化物薄膜中的电极膜。电极层包括高粘性阻挡膜，其为Cu-Mg-Al薄
膜和铜薄膜;氧化物半导体和氧化物薄膜与高粘性阻挡膜接触。当铜，镁
和铝的原子总数为0时，高粘性阻隔膜具有至少0.5at％但至多5at％的镁
和至少5at％但至多15at％的铝。 100at％时，高粘性阻隔膜具有粘合性
和阻隔性。电极层是合适的，因为源电极层和漏电极层接触氧化物半导
体层。可以在电极层下面的层上提供具有氧化物的阻挡层。
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